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С использованием методов магнетронные распыление, состав и структура исследовались сканирующим электронным микроскопом. Ширина полосы пленки Mn4Si7/SiO2 измерялась на высокоточном спектрометре по закону отражения света. После отжига пленки силицида Mn4Si7 при 620 К в течение 1 часа при давлении 10-3 Па с помощью специального устройства, пленку охлаждали в вакууме до достижения комнатной температуры. При комнатной температуре удельной сопротивления составляет 7.86·10-6 Ом·см, а при нагреве до температуры 700 К его удельное сопротивление уменьшается до 3.9·10-6 Ом·см. Удельная электропроводность этой пленки составляет 0.12·106 Ом-1·см-1 при комнатной температуре. При нагреве до 700 К видно, что ее удельная электропроводность увеличилась до 0.27·106 Ом-1·см-1. Показано, что наибольшим коэффициентом преобразования обладают пленки Mn4Si7, выращенные на подложке из SiO2/Si, что объясняется низкой удельной теплопроводностью SiO2/Si  = 149 Вт/м·K. Пленки Mn4Si7 на SiO2/Si обладают высоким быстродействием, имеют высокую чувствительность и могут быть использованы в приемниках теплового излучения волн в видимой и ИК диапазонах. 
